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摘要(译)

一种制造横向电场型液晶显示装置的方法，其中用于形成光致抗蚀剂图
案的半色调光掩模具有完全遮光区域，防止对有源矩阵基板的一部分进
行紫外线照射 - 形成膜晶体管元件，使得光致抗蚀剂图案包括具有第一
厚度的正抗蚀剂部分，该正抗蚀剂部分形成在基板的上述部分上。半色
调掩模还具有完全透光区域，其允许通过其完全UV透射，以为光致抗蚀
剂图案提供无抗蚀剂区域，该区域对应于基板的一部分，其中接触孔用
作连接外部的第三连接部分。扫描线驱动电路和扫描线端子部分通过连
接电极形成。光致抗蚀剂图案还具有正抗蚀剂部分，其形成在基板的另
一部分中并且具有小于第一厚度的第二厚度。还公开了在该方法中使用
的扫描曝光装置中公开的内容。
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